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結合共振器構造による簡便な面型テラヘルツ波発生素子の研究を進めている。1) これまでに、
InAs量子ドットを利得媒質として導入した結合共振器を面発光型レーザ構造にし、電流注入によ
り 2つの共振器モードの発光の特性評価を報告してきた。2) 本研究では、上部の共振器層に利得
媒質として InGaAs/GaAs多重量子井戸構造を用いた面発光レーザ構造を作製し、電流注入により
二波長でのレーザ発振を実現し、その発振特性を評価した。 

 
作製した素子構造を図 1に示す。結合共振器の上部共振器層に

InGaAs/GaAs多重量子井戸構造を導入した。また、注入電流を効
率よく発光に利用するために、上部共振器層の直上に電流狭窄層

を挿入している。 
p型 DBR最表面層に Ti/Auのリング電極を形成し、中間 n型

DBR膜までウエットエッチングでメサ加工を行ない、AuGe / Ni 
/Auの下部電極を形成した。 
図 2に二波長面発光レーザ素子の電流-光強度 (I-L) 特性と電流

-電圧 (I-V) 特性を示す。この時の注入電流はパルス動作させてい
る。この素子においては、閾値電流約37  mAでレーザ発振してい
ることを観測した。 
本研究で作製した試料の下部共振器層にはウエ

ハ面内で膜厚に分布をつけており、上下 2つの共
振器層の膜厚が異なることによる発光への影響を

調べた。図 3に電流注入による、ウエハ面内での
各素子の発光スペクトルを示す。結合共振器構造

で 2つの共振器層がほぼ等価な厚さの場所におけ
る素子の発光スペクトルからは、ほぼ等強度な二

波長のレーザ発振を観測できた。また、2つの共振
器層の厚さが異なる場所では、2つの共振器モード
のうち電場強度分布が強い方の波長でレーザ発振

を観測した。3) 共振器の膜厚を制御し、利得媒質

として InGaAs / GaAs多重量子井戸構造を用いる
ことで、2つの波長で等強度なレーザ発振を得るこ
とができ、また、2つのモードを選択的にレーザ発
振させることもできた。 
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図 1: 結合共振器構造を利用した 
二波長面発光レーザ 

図 2: 二波長面発光レーザの I-L, I-V特性 

図 3: 二波長面発光レーザの各素子にお
ける発光スペクトル 
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